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摘要(译)

本公开的实施例提供了一种有机晶体管，其制造方法以及OLED显示装
置。有机晶体管包括：堆叠在衬底上方的集电极和发射极;第一有机半导
体层，第二有机半导体层和位于所述第一和第二有机半导体层之间的基
底，所述第一和第二有机半导体层堆叠并设置在所述集电极和所述发射
极之间;其中所述基底与所述第一有机半导体层形成肖特基接触并且与所
述第二有机半导体层形成肖特基接触。
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